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先進理工系科学研究科アドミッション・ポリシー 
 

 

【博士課程前期】 

 

先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻では，以下のような志や意欲をもち，それに必要な

基礎学力を持つ学生の入学を求める。 

 

① 先進的で高度な学術研究や学際的研究を推進する意欲を有する人 

② 理学，工学，情報科学に関連する分野の研究者や技術者など，専門性を有する職業に従事す

ることを目指す人 

③ 幅広い教養と共に，理学，工学，情報科学に関連する学問領域における知識と研究能力を身

に付け，多角的視点から「持続可能な発展を導く科学」の構築や地域及び国際社会の課題解

決への熱意を有する人 

④ 社会人としての良識や倫理観を身に付けた人 



   

2018年7月豪雨及び2016年熊本地震で被災された広島大学志願者への 

入学検定料免除の特例措置について 
 

 

広島大学では，被災者の経済的負担を軽減し，志願者の進学機会の確保を図るため，2019年度に実施

する本学の入学者選抜において，入学検定料免除の特例措置を実施することとしましたので，お知らせ

します。 

入学検定料の免除を希望される方は，出願前に必ず「6 問合せ先」までご連絡ください。 

 

1 特例措置の対象となる入学者選抜 

2019年度に実施する本学の大学院入試 

 

2 措置内容 

入学検定料の免除 

 

3 免除の対象者 

2018年7月豪雨による災害又は2016年熊本県熊本地方の地震において，災害救助法が適用され

ている地域で被災した志願者で，次のいずれかに該当する方 

(1) 主たる家計支持者が所有する自宅家屋が全壊，大規模半壊，半壊，流失した場合 

(2) 主たる家計支持者が死亡又は行方不明の場合 

 

4 申請方法 

出願前に「6 問合せ先」に連絡した後，所定の申請書類（「5 申請書類」参照）を出願書類とと

もに提出してください。 

なお，この場合は，出願時に「入学検定料」を払い込まないでください。 

また，既に「入学検定料」を払い込んでいる場合は返還しますので，「6 問合せ先」に連絡して

ください。 

 

5 申請書類 

(1) 検定料免除申請書（本学ホームページからダウンロード） 

(2) り災証明書（写し可）（上記3の(1)に該当する方） 

(3) 死亡又は行方不明を証明する書類（上記3の(2)に該当する方） 

 

6 問合せ先 

先進理工系科学研究科設立準備室（先端物質科学研究科支援室学生支援担当） 

〒739-8530 東広島市鏡山一丁目3番1号 

TEL：(082)424-7008，7009 
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Ⅰ プログラム及び募集人員 
 

広島大学大学院先進理工系科学研究科（博士課程前期）先進理工系科学専攻には，下表の①から⑭ま

での14プログラムが設置されています。 

下表の「定員」欄には，先進理工系科学専攻全体の入学定員及び【 】内にプログラムごとの入学定

員の目安が示してあります。 

本学生募集要項は，⑬量子物質科学プログラムに関する試験日程，選抜方法等の詳細を掲載したもの

であり，本学生募集要項の選抜における募集人員は，下表の「募集人員」欄のとおりです。これら以外

のプログラムの学生募集要項については，表中の「問合せ先・出願書類提出先」に記載の窓口で入手し

てください。 

なお，⑭理工学融合プログラムについては，分野により問合せ先等が異なりますのでご留意ください。 

 
 
2020年4月入学 

専攻 プログラム 定員 募集人員 問合せ先・出願書類提出先  

先
進
理
工
系
科
学
専
攻 

①数学 

449 

【21】 若干名 〒739-8526 

東広島市鏡山一丁目3番1号 

先進理工系科学研究科設立準備室 

（理学研究科支援室大学院課程担当） 

TEL：(082)424-7309，4468 

 
②物理学 【30】 若干名 

③地球惑星システム学 【10】 若干名 

④基礎化学 【35】 若干名 

⑤応用化学 【30】 若干名 

 
〒739-8527 
東広島市鏡山一丁目4番1号 
先進理工系科学研究科設立準備室 
（工学研究科支援室大学院課程担当） 

TEL：(082)424-7518 

 

⑥化学工学 【30】 若干名 

⑦電気システム制御 【34】 若干名 

⑧機械工学 【75】 若干名 

⑨輸送・環境システム 【25】 若干名 

⑩建築学 【25】 若干名 

⑪社会基盤環境工学 【25】 若干名 

⑫情報科学 【39】 若干名   

⑬量子物質科学 【40】 若干名 

〒739-8530 
東広島市鏡山一丁目3番1号 
先進理工系科学研究科設立準備室 
（先端物質科学研究科支援室） 
TEL：(082)424-7008，7009 

 

⑭理工学融合 

環境自然科学
分野 

【30】 若干名 

〒739-8521 

東広島市鏡山一丁目7番1号 

先進理工系科学研究科設立準備室 

（総合科学研究科支援室） 

TEL：(082)424-6318 

 

 

開発科学分野 

〒739-8529 

東広島市鏡山一丁目5番1号 

先進理工系科学研究科設立準備室 

（国際協力研究科支援室） 

TEL：(082)424-4680 

 



   

- 2 - 

Ⅱ プログラムのアドミッション・ポリシー及び入試日程 
 

【量子物質科学プログラム 博士課程前期】 
量子物質科学プログラムでは，以下のような志や意欲をもち，それに必要な基礎学力を持つ学生の入

学を求める。 

① 物質基礎科学，物性物理学，物性工学，電子工学の各分野における研究者や技術者など，専門性

を要する職業に従事することを目指す人 

② 入学前の経歴にとらわれず，上記の専門分野に関する知識やスキルの修得に挑戦する意欲を持つ  

 人 

③ 学問的な観点からの科学の探求やその応用だけでなく，起業など新たなビジネスへの取り組みを

目指す人 

④ 幅広い教養と共に，物質基礎科学，物性物理学，物性工学，電子工学に関連する学問領域におけ

る知識と研究能力を身に付け，多角的視点から「持続可能な発展を導く科学」の構築や地域及び国

際社会の課題解決への熱意を有する人 

⑤ 社会人としての良識や倫理観を身に付けた人 
 
 
 

 
 

入試日程 
入試区分 項  目 期  日 

学部３年次学生を対象とする 

特別選抜 

願書受付期間 2019年11月18日（月）～11月25日（月） 

学力検査等実施日時 2019年12月10日（火）・12月11日（水） 

合格者発表 2019年12月17日（火） 

フェニックス入学制度による 

社会人特別選抜 

願書受付期間 2019年11月18日（月）～11月25日（月） 

学力検査等実施日時 2019年12月11日（水） 

合格者発表 2019年12月17日（火） 

（注意）志願者は，必ず出願前に，志望する主指導教員と研究内容等について相談をしておいてください。 

なお，募集する指導教員が異動等により変更になることがあります。その場合には，先進理工

系科学研究科ホームページに掲載しますので，相談前にあらかじめ確認しておいてください。 
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  Ⅲ 学部３年次学生を対象とする特別選抜 
    

  
   １．出願資格 
 

次の各号の条件を満たす者 

（１）2020 年 3 月末日において，大学における在学期間が 3 年間に達する者 

（２）2020 年 3 月末日において，3 年次終了時までに修得できる必修科目をすべて修得し，卒

業に必要な全単位の 80%以上を修得する見込みのある者 

（３）出願時に，総修得単位数の 90%以上が，「優」以上（点数評価の場合は，80 点以上）で

評価されている者 

     
 

   ２．事前審査 

 

     この出願資格の認定については，あらかじめ事前審査を行いますので，出願希望者は次に    

より手続きを行ってください。 
 

    （１） 受付期間 

       2019 年 10 月 11 日（金）から 10 月 18 日（金）まで 

              持参の場合，受付時間は 8:30～12:00，13:00～17:15 です。 

       郵送の場合，書留郵便で 10 月 18 日（金）17 時 15 分までに必着すること。 
 

    （２） 提出書類 
 

No. 提出書類等 摘        要 

1 
入 学 試 験 出 願 資 格 

事 前 審 査 申 請 書 
交付の用紙を使用。 

2 学 業 成 績 証 明 書 在籍する大学（学部）長が作成したもの。 

3 研 究 分 野 等 希 望 調 書 
大学院において研究したい分野と内容について記入して

ください。用紙は A4 判とし，400 字程度とします。 

4 
在 籍 す る 大 学 （ 学 部 ） 

の 履 修 要 覧 等 
本学在籍者以外の志願者のみ。 

5 返 信 用 封 筒 
長形 3 号定形封筒（12cm×23.5cm）に本人の住所・氏名・

郵便番号を記入し，404 円切手を貼付してください。 

                          

 

（３） 事前審査の結果 

      2019 年 11 月 15 日（金）までに本人あて通知します。 
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３．出願手続 

  事前審査に合格した者は，次により手続きを行ってください。 
 

    （１） 入学願書受理期間 
 

2019 年 11 月 18 日（月）から 11 月 25 日（月）まで 

       持参の場合，受付時間は 8:30～12:00，13:00～17:15 です。 

       ただし，土曜日・日曜日及び祝日は受け付けていません。 

       郵送の場合，書留郵便で 11 月 25 日（月）17 時 15 分までに必着すること。 

 

 

    （２）提出書類等 
 

No. 提出書類等 摘        要 

1 
入 学 志願票・受験票・ 

入学検定料振込証明書貼付票 
交付の用紙を使用。 

2 
TOEIC®または TOEFL®

の ス コ ア 証 明 書 

TOEIC®公開テスト，TOEIC® IP，TOEFL PBT®， 

TOEFL iBT®及び TOEFL ITP®のいずれか一つのスコア

証明書。詳細は次の（４）を参照してください。 

3 
検 定 料 

入 学 検定料振込証明書 

30,000 円。 

広島大学入学検定料振込依頼書（入金票）[本学専用用紙]

により，入学検定料振込証明書，入学検定料領収書，入学

検定料振込依頼書（入金票）の太ワクの中に，志願者氏

名及び志願者住所を必ず記入して，都市銀行，地方銀行

等の本支店の窓口で振り込んでください。（ゆうちょ銀行

及び郵便局（以下「ゆうちょ銀行」）から振り込む場合

は，ゆうちょ銀行所定の振込依頼書に転記する等，別途手

続きが必要となります。詳細は振込依頼書（入金票）をゆ

うちょ銀行窓口に提示の上，ご相談ください。また，ゆう

ちょ銀行を含む各銀行 ATM からは振り込めませんのでご

注意ください。）なお，振込手数料は振込人負担となりま

す。また，｢受付金融機関出納印｣欄に，2019 年 11 月 25 日

（願書受理期間の最終日）までの出納印のあるものに限り

有効となりますので，銀行等の窓口の受付時間を確認のう

え振り込みを行ってください。 

入学検定料振込証明書は，「入学検定料振込証明書貼付

票」に貼付してください。 

4 
返 信 用 封 筒 

（ 受 験 票 送 付 用 ） 

長形 3 号定形封筒（12cm×23.5cm）に本人の住所・氏名・

郵便番号を記入し，84 円切手を貼付してください。 
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5 在 留 カ ー ド の 写 し 

日本在住の外国籍の志願者のみ提出してください。 

裏面に住所が記載されている場合は，両面をコピーしてく

ださい。 

（注） 出願受付後はいかなる理由があっても，既納の入学検定料は返還しません。 

ただし，次の 1･2 の場合は，既納の入学検定料から振込手数料を差し引いて 

返還しますので，「返還請求の理由」，「氏名」，「郵便番号」，「住所」，「連絡 

先電話番号」を明記した書面（様式は任意）に必ず「入学検定料振込証明書」添付の 

上，2020年 2月 28日（金）までに下記送付先宛に郵送又は FAX してください。 

その後,本学から検定料返還のための「返還請求書」を郵送しますので，記入・捺印の 

上，下記送付先に郵送してください。 

1  出願書類を提出しなかった，又は受付されなかった場合 

2  検定料を誤って二重に振り込んだ場合 

送付先：〒739-8511 東広島市鏡山一丁目 3 番 2 号 

              広島大学東広島地区運営支援部共通事務室 出納担当  

（電話）082-424-7811   （FAX）082-424-6962 

 

（３）中国(台湾，香港，マカオを除く)の大学を卒業，又は卒業見込みの方は“毕业证书”及び

“学士学位证书”に加え，中国教育部認証システム(中国高等教育学历证书查询 

http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp) により以下の書類を取得し，併せてご提出ください。 

既卒者の場合……学歴証書電子登録票 (教育部学历证书电子注册备案表)  

卒業見込み者の場合……オンライン在籍認証レポート(教育部学籍在线验证报告)  

なお，発行手数料は 1件につき 2元かかりますが，志願者が負担すること。また，提出時点 

で Web認証の有効期限が 15日以上残っていることを確認してください。  

 

（４） 外国語試験における TOEIC®または TOEFL®の利用について 

量子物質科学プログラムでは，外国語試験の学力評価に下表の５種類の試験の成績を利用

します。独自の外国語試験は実施しません。 

スコア証明書は，入学試験実施日から過去２年以内に実施された試験のいずれか一つを

入学願書受理期間内に入学志願票等と一緒に提出してください。なお，一度提出されたス

コア証明書の差し替えは認めません。スコア証明書は確認後，返却します。 

また，やむを得ない理由により，入学願書提出時にスコア証明書が間に合わない場合は， 

試験当日の 12月 10日（火）13時までに先進理工系科学研究科設立準備室（先端物質科学研 

究科支援室（学生支援担当））へ提出してください。 

スコア証明書の提出がない場合は，外国語試験の得点は認められませんが，出願は可能です。 
 

対象となる試験 提出するスコア証明書（コピー不可） 

TOEIC®公開テスト Official Score Certificate（公式認定証） 

TOEIC® IP Score Report （個人成績表） 

TOEFL® PBT 
Examinee’s Score Record（受験者用控えスコア票） 

TOEFL® iBT 

TOEFL ITP® Score Report（受験者用控えスコア票） 

※ 本学学生対象の全学一斉 TOEIC® IP の試験成績を利用する場合で，配付された 

スコアレポートが手元にない場合は，先進理工系科学研究科設立準備室（先端物質科学 

研究科支援室（学生支援担当））に申し出てください。 
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（５） 出願方法 

 志願者は，前記(２)の書類等を取りそろえ，入学願書受理期間内に提出してください。  

TOEIC®または TOEFL®のスコア証明書を入学願書受理期間後に提出する場合は，そ

の旨を記入した連絡票（様式は定めない。）を同封してください。 

 なお，出願書類等に不備のある場合は，受理しません。 

 

（６）受験上及び修学上の配慮を必要とする者の事前相談 

障害のある者等，受験上及び修学上の配慮を必要とする者は，次の事項を記載した申請（様 

式は定めない。）を先進理工系科学研究科設立準備室（先端物質科学研究科支援室（学生支援 

担当））に提出し，相談してください。 

       なお，事前相談の結果，精密検査が必要と認めた者には，本学において精密検査を実施しま

す。 

 

   ア 相談の期限 

点字による受験等の特別な準備を必要とする者については 2019年 9月 20 日（金）までに相談

してください。 

   その他は原則として 2019年 10月 18日（金）までとします。 

   なお，相談の内容によっては，対応に時間を要することもありますので，できるだけ早い時期

に相談してください。 

 

     イ 申請書の記載内容 

 内 容 備 考 

1 志願者の氏名，住所，連絡先電話番号  

2 出身大学名  

3 障害の種類・程度 
医師の診断書又は障害者手帳（写）

を添付してください。 

4 受験上の配慮を希望する事項  

5 修学上の配慮を希望する事項  

6 出身大学でとられていた特別措置  

7 日常生活の状況  

 

 

 

   ４．入学者選抜方法 
 

     学力検査（筆記試験（口頭試問），口述試験），外国語（TOEIC®または TOEFL®の成績

を利用）及び学業成績証明書を総合して選考します。 

 

試験場：広島大学大学院先端物質科学研究科 

学力検査日程及び試験科目：以下のとおり 
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【注意】 

志望指導教員によって試験科目等が異なります。 

教員一覧（p.16～p.18）の「学部 3 年次特別選抜試験問題」欄に記載されてい 

る数字（①又は②）に対応する以下の試験科目を受験することとなります。 

 

 

   ●「学部 3 年次特別選抜試験問題 ①」の教員を志望する者 

月 日 
試験区分 

試験時間 
試 験 科 目 等 

12 月 10 日

（火） 

基礎科目 

10:30～12:00 
・数学 

専門科目 

13:00～ 

下記の問題群のいずれか一つを選択してください。（注１） 

工学系問題群 理学系問題群 

下記 3 科目に関する口頭試問

を行います。 

 

・電磁気学 

・量子力学 

・半導体工学 

 

下記 4 科目に関する口頭試問

を行います。 

 

・力学 

・電磁気学 

・量子力学 

・熱統計力学 

12 月 11 日

（水） 

口述試験 

13:00～ 

口述試験の詳細は，試験当日に指示します。 

なお，志願者の人数，外国語成績及び基礎科目，専門科目の試験

の結果により，口述試験の受験者を選定することがあります。こ

の場合は，口述試験当日の 12 時（予定）に受験者を公示しま

す。 

（注１） 志望研究分野への適性は口述試験によって判断されるので，専門科目においては希望

する指導教員にかかわらず，工学系問題群，理学系問題群のいずれを選択してもかまいま

せん。出願時に選択する問題群を入学志願票に明記してください。 

 

 

 

 ●「学部 3 年次特別選抜試験問題 ②」の教員を志望する者 

月 日 
試験区分 

試験時間 
試 験 科 目 等 

12 月 10 日

（火） 

基礎科目 

10:30～12:00 
・数学 

専門科目 

13:00～ 

下記のうちから選択した 3 科目に関する口頭試問を行います。 

 

・電磁気学 

・回路工学 

・半導体工学 

・量子力学 

12 月 11 日

（水） 

口述試験 

13:00～ 

口述試験の詳細は，試験当日に指示します。 

なお，志願者の人数，外国語成績及び基礎科目，専門科目の試験

の結果により，口述試験の受験者を選定することがあります。こ

の場合は，口述試験当日の 12 時（予定）に受験者を公示しま

す。 
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５．合格者発表 

 

     12 月 17 日（火）13 時（予定） 

     合格者の受験番号一覧表を先端物質科学研究科玄関に掲示するとともに，合格者には「合格

通知書」を郵送します。 

また，先進理工系科学研究科ウェブサイト（https://www.hiroshima-u.ac.jp/adse）にも

掲載します。（電話等による照会には応じません。） 

なお，ウェブサイトでの発表は本学の情報提供の一環として行うものであり，公式の合格

者発表は，合格通知書の郵送及び掲示板による掲示で行います。 

 

 

 

６．納付金 

 

    入学料     282,000 円 

     授業料（年額） 535,800 円（前期分 267,900 円） 

     （注）・既納の入学料は，いかなる理由があっても返還しません。 

・上記記載の金額は 2019 年 4 月現在のものです。入学時及び在学中に納付金の改

定が行われた場合には，改定後の納付金を納入することになります。 

・2020 年 3 月中旬の指定する期間に入学手続きを行うことになります。入学料及び

授業料の納付時期，納付方法並びに免除制度等の詳細については，入学手続き通

知の際，別途お知らせします。 

 

 

 

   ７．課程修了の認定及び学位 

 

標準修業年限を 2年とし，課程修了に必要な所定の単位を修得し，かつ修士論文の審査及び

最終試験に合格した者には，修士（理学，工学又は学術）の学位を授与します。 

 

 

 

   ８．注意事項 
 

（１） 志願者は，必ず出願前に，志望する指導教員と研究内容等について相談をしておいて

ください。 

 

（２） 募集要項を郵便で請求する場合は，返信用封筒（角形 2 号に郵便番号，住所及び氏名

を明記し，郵便切手 250 円を貼付したもの。）を同封して，「先進理工系科学研究科博士

課程前期量子物質科学プログラム 学部 3 年次学生を対象とする特別選抜学生募集要項請

求」と朱書し，先進理工系科学研究科設立準備室（先端物質科学研究科支援室（学生支

援担当））へ請求してください。 
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（３） 願書送付の際は書留郵便とし，封筒表面に「先進理工系科学研究科博士課程前期量子物

質科学プログラム 学部 3 年次学生を対象とする特別選抜願書在中」と朱書してください。 

 

（４） 願書受理後は，提出書類は返却しません。 

 

（５） 入学試験に合格した後，2020 年 3 月末日までに前記「２．出願資格」に定める所定の

要件を欠いた場合は，合格を取り消します。 

 

（６） 合格者は，2020 年 3 月末日までに在籍大学（学部）長の作成した 3 年次までの成績が

記載された成績証明書と卒業した者は卒業証明書，退学した者は退学許可書の写しを本研

究科へ提出してください。 

 

（７） 2017 年度に入学した学部学生で 2020 年 3 月に卒業しない者が，この選抜によって本

研究科に入学した場合には，学籍上は退学となります。従って，各種国家試験の受験資

格で，大学の学部卒業が要件になっているものについては受験資格がないこととなりま

すので，十分注意してください。 

 

（８） 出願書類等に記載された個人情報（氏名，生年月日，性別，その他の個人情報等）は，

入学者選抜及び合格通知並びに入学手続を行うために利用します。合格者の入学後は，学

生支援関係（奨学金申請，授業料免除申請等）業務を行う目的をもって本学が管理します。

他の目的での利用及び本学の関係教職員以外への提供は行いません。 

 

(９) 気象状況の悪化，流行性の伝染病等により入学試験実施が危ぶまれる場合は，広島大学 

先進理工系科学研究科ウェブサイト（https://www.hiroshima-u.ac.jp/adse）にて延期 

及び開始時間繰り下げ等の対応をお知らせしますので必ずご覧ください。 

 

（10） 事前審査及び応募に際して不明な点があれば，下記へお問い合わせください。 

 

広島大学先進理工系科学研究科設立準備室 

（広島大学先端物質科学研究科支援室（学生支援担当）） 

 

         所在地 〒739-8530 東広島市鏡山一丁目 3 番 1 号 

         ＴＥＬ （ 082） 424-7008， 7009（ダイヤルイン） 

E-mail sentan-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp 

ＵＲＬ  https://www.hiroshima-u.ac.jp/adsm/ 

※ 電話番号については，市外局番が同じ地域がありますが，以下の地域につい

ては，市外局番からダイヤルしていただく必要がありますのでご注意ください。 

       （広島市，安芸郡府中町，海田町，熊野町及び坂町の各地域） 
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  Ⅳ フェニックス入学制度による社会人特別選抜 
   

       

   １．出願資格 

     出願資格を有する者は，研究プロジェクト〔注１〕に適合した専門的知識を有する 50 歳以

上の者で，次の各号のいずれかに該当する者 

    (１) 大学を卒業した者 

    (２) 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 104 条第 7 項の規定により独立行政法人大学改

革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者 

     (３) 外国において，学校教育における 16 年の課程を修了した者 

(４) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該  

外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者 

(５)  我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年 

      の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課

程を修了した者 

(６) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該

外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるもの

として文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において，修業年限が 3 年以上である

課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において

履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付

けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含

む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者 

    (７) 専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基

準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日

以後に修了した者 

    (８) 文部科学大臣の指定した者 

    (９)本学大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力  

      があると認めた者〔注２〕 

 

〔注１〕 研究プロジェクトとは，１）新物質開発関連，２）ＬＳＩ関連のいずれかを意味す

るもので，その内容は次のとおりです。 

     １）新物質開発関連 

        新しい物性（あるいは機能）を示す物質の探索及びその物性研究を行います。  

       ｆ電子系（希土類，アクチニド）化合物，ｄ電子系（高温超伝導体類縁物質など）や 

       ｐ電子系（高温超伝導体類縁物質など）で興味深い性質を示す物質を開発します。 

２）ＬＳＩ関連 

高機能ＬＳＩは今後のＩＴ（Information Technology）の発展のための基礎技術であ 

り，関連企業の実用的研究，新しいアイデアに基づく高機能ＬＳＩの提案や高機能ＬＳ

Ｉ実現のための基礎的及び学問的な研究が大学院に求められています。本研究プロジェ

クトは，長年ＬＳＩの研究に携わってこられた社会人の高度な技術的知見や専門的知識

を活かして，高機能ＬＳＩの研究を推進するものです。 
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    〔注２〕 出願資格(９)に該当する志願者は，出願手続を行う前に出願資格の認定が必要です        

ので，「７．出願資格の認定について」を参照してください。 

 

 

  ２．出願手続 
 

    (１) 入学願書受理期間 

      2019 年 11 月 18 日（月）から 11 月 25 日（月）まで 

               持参の場合，受付時間は 8:30～12:00，13:00～17:15 です。 

        ただし，土曜日・日曜日及び祝日は受け付けていません。 

               郵送の場合，書留郵便で 11 月 25 日（月）17 時 15 分までに必着すること。 
 

   

  (２) 提出書類等 
 

No. 提出書類等 摘        要 

1 
入学志願票・受験票・ 

入学検定料振込証明書貼付票 
交付の用紙を使用。 

2 最終学校の卒業証明書 
＊中国（台湾・香港・マカオを除く）の大学を卒業した方は，次

の（３）を参照してください。 

3 
入学を志望する動機及び 

今 ま で の 活 動 内 容 
用紙はＡ 4判とし，2000字以内とします。 

4 研 究 計 画 書 

研究プロジェクトとの関連を含めて大学院において研究したい

分野と内容について記入してください。用紙はＡ 4 判とし，400

字程度とします。 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

検 定 料 

入学検定料振込証明書 

30,000 円。 

広島大学入学検定料振込依頼書（入金票）[本学専用用紙]によ

り，入学検定料振込証明書，入学検定料領収書，入学検定料振

込依頼書（入金票）の太ワクの中に，志願者氏名及び志願者住

所を必ず記入して，都市銀行，地方銀行等の本支店の窓口で振

り込んでください。（ゆうちょ銀行及び郵便局（以下「ゆうちょ

銀行」）から振り込む場合は，ゆうちょ銀行所定の振込依頼書に

転記する等，別途手続きが必要となります。詳細は振込依頼書

（入金票）をゆうちょ銀行窓口に提示の上，ご相談ください。ま

た，ゆうちょ銀行を含む各銀行 ATM からは振り込めませんので 

  

ご注意ください。）なお，振込手数料は振込人負担となります。

また，｢受付金融機関出納印｣欄に，2019 年 11 月 25 日(願書受理

期間の最終日)までの出納印のあるものに限り有効となりますの

で，銀行等の窓口の受付時間を確認のうえ振り込みを行ってくださ

い。 

入学検定料振込証明書は，「入学検定料振込証明書貼付票」に貼

付してください。 

6 
返 信 用 封 筒 

（ 受 験 票 送 付 用 ） 

長形 3 号定形封筒（12cm×23.5cm）に本人の住所・氏名・郵便

番号を記入し，84 円切手を貼付してください。 
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7 在 留 カ ー ド の 写 し 

日本在住の外国籍の志願者のみ提出してください。 

裏面に住所が記載されている場合は，両面をコピーしてくださ

い。 

8 学士の学位授与証明書 
出願資格(２)の「学位取得者」で志願する者のみ。 

（独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が発行したもの。） 

（注） 出願受付後はいかなる理由があっても，既納の入学検定料は返還しません。 

ただし，次の 1･2 の場合は，既納の入学検定料から振込手数料を差し引いて 

返還しますので，「返還請求の理由」，「氏名」，「郵便番号」，「住所」，「連絡 

先電話番号」を明記した書面（様式は任意）に必ず「入学検定料振込証明書」添付の 

上，2020年 2月 28日（金）までに下記送付先宛に郵送又は FAX してください。 

その後,本学から検定料返還のための「返還請求書」を郵送しますので，記入・捺印の 

上，下記送付先に郵送してください。 

1  出願書類を提出しなかった，又は受付されなかった場合 

2  検定料を誤って二重に振り込んだ場合 

送付先：〒739-8511 東広島市鏡山一丁目 3 番 2 号 

              広島大学 東広島地区運営支援部共通事務室 出納担当 

（電話）082-424-7811 （FAX）082-424-6962 

 

（３）中国(台湾，香港，マカオを除く)の大学を卒業，又は卒業見込みの方は“毕业证书”及び

“学士学位证书”に加え，中国教育部認証システム(中国高等教育学历证书查询 

http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp) により以下の書類を取得し，併せてご提出ください。 

既卒者の場合……学歴証書電子登録票 (教育部学历证书电子注册备案表)  

卒業見込み者の場合……オンライン在籍認証レポート(教育部学籍在线验证报告)  

なお，発行手数料は 1件につき 2元かかりますが，志願者が負担すること。また，提出時点 

で Web認証の有効期限が 15日以上残っていることを確認してください。  

 

    (４) 出願方法 

     志願者は，前記(２)の書類等を取りそろえ，入学願書受理期間内に提出してください。 

     なお，出願書類等に不備のある場合は，受理しません。 

 

（５） 受験上及び修学上の配慮を必要とする者の事前相談 

 障害のある者等，受験上及び修学上の配慮を必要とする者は，次の事項を記載した申請書 

（様式は定めない。）を先進理工系科学研究科設立準備室（先端物質科学研究科支援室 

（学生支援担当））に提出し，相談してください。 

       なお，事前相談の結果，精密検査が必要と認めた者には本学において精密検査を実施します。 

 

   ア 相談の期限 

点字による受験等の特別な準備を必要とする者については 2019年 9月 20 日（金）までに相談

してください。 

   その他は原則として 2019年 10月 18日（金）までとします。 

   なお，相談の内容によっては，対応に時間を要することもありますので，できるだけ早い時期

に相談してください。 
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      イ 申請書の記載内容 

 内 容 備 考 

1 志願者の氏名，住所，連絡先電話番号  

2 出身大学名  

3 障害の種類・程度 
医師の診断書又は障害者手帳（写）

を添付してください。 

4 受験上の配慮を希望する事項  

5 修学上の配慮を希望する事項  

6 出身大学でとられていた特別措置  

7 日常生活の状況  

 

 

   ３．入学者選抜方法 

     学力検査及び研究計画書を総合して選考します。 

 

     試験場：広島大学大学院先端物質科学研究科 
 

学力検査日程及び試験科目 

試 験 日 時 試  験  内  容 

2019 年 12 月 11 日(水) 13:00～ 

口述試験及び筆記試験 

（専門的知識を問うものとする。なお，口述試験の

中で，一部筆記試験を課す。） 

※ 口述試験の詳細は，試験当日に指示します。 

     （注）出願する者は，希望する指導教員にあらかじめ必ず連絡をしてください。 

 

 

４．合格者発表 

 

     12 月 17 日（火）13 時（予定） 

     合格者の受験番号一覧表を先端物質科学研究科玄関に掲示するとともに，合格者には「合格

通知書」を郵送します。 

また，先進理工系科学研究科ウェブサイト（https://www.hiroshima-u.ac.jp/adse）にも掲

載します。（電話等による照会には応じません。） 

なお，ウェブサイトでの発表は本学の情報提供の一環として行うものであり，公式の合格者

発表は，合格通知書の郵送及び掲示板による掲示で行います。 

 

 

   ５．納付金 

入学料     282,000 円 

             授業料（年額） 535,800 円（前期分 267,900 円） 

     （注）・既納の入学料は，いかなる理由があっても返還しません。 

・上記記載の金額は 2019 年 4 月現在のものです。入学時及び在学中に納付金の改定
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が行われた場合には，改定後の納付金を納入することになります。 

・2020 年 3 月中旬の指定する期間に入学手続きを行うことになります。入学料及び

授業料の納付時期，納付方法並びに免除制度等の詳細については，入学手続き通

知の際，別途お知らせします。 

 

 

  ６．出願資格の認定について 

 

    (１) 出願資格(９)により出願しようとする者は，あらかじめ本研究科において出願資格の      

審査を行いますので，該当する志願者は，次の書類を 2019年 10月 11日（金）から 10 月

18 日（金）までに先進理工系科学研究科設立準備室（先端物質科学研究科支援室（学生

支援担当））へ提出してください。 

（郵送の際は，書留郵便とし，封筒表面に「入学試験出願資格事前審査申請書類在中」 

と朱書してください。） 

No. 提出書類等 摘        要 

1 
入 学 試 験 出 願 資 格 

事 前 審 査 申 請 書 
交付の用紙を使用。 

2 
入 学 試 験 出 願 資 格 

事 前 審 査 調 書 
交付の用紙を使用。 

3 
入学を志望する動機及び

今 ま で の 活 動 内 容 
用紙はＡ 4判とし，2000字以内とします。 

4 研 究 計 画 書 

研究プロジェクトとの関連を含めて大学院において研究したい分

野と内容について記入してください。用紙はＡ 4 判とし，400

字程度とします。） 

5 最終学校の卒業証明書  

6 返 信 用 封 筒 
長形 3 号定形封筒（12cm×23.5cm）に本人の住所・氏名・郵便

番号を記入し，404 円切手を貼付してください。 

    (２) 認定審査の結果は，2019 年 11 月 15 日（金）までに本人あて通知します。 

(３)認定を受けた者は，「２．出願手続の(２)提出書類等」のうち 2，3，4 の提出を必要  

      としません。 

 

 

   ７．長期履修学生制度について 

 

    本研究科では，フェニックス入学制度により入学した者を対象として，標準の修業年限を超え   

て一定の期間にわたり，計画的に教育課程を履修して課程を修了することができる制度がありま   

す。 

    この制度による授業料は，標準の修業年限分の授業料総額を計画的に履修することを認められ

た一定の期間の年数で分割して納めることとなります。 

    なお，長期履修期間の年限等この制度の詳細については，先進理工系科学研究科設立準備室

（先端物質科学研究科支援室（学生支援担当））へお問い合わせください。 
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   ８．課程修了の認定及び学位 

 

    標準修業年限を 2 年（但し，長期履修の願い出をし，その許可を得た者は最長 4 年）とし，課

程修了に必要な所定の単位を修得し，かつ修士論文の審査及び最終試験に合格した者には，修士

（理学，工学又は学術）の学位を授与します。 

 

 

  ９．注意事項 

 

(１) 募集要項を郵便で請求する場合は，返信用封筒（角形 2 号に郵便番号，住所及び氏名      

を明記し，郵便切手 250円を貼付したもの。）を同封して，「先進理工系科学研究科博士

課程前期フェニックス入学制度による社会人特別選抜量子物質科学プログラム学生募集要

項請求」と朱書し，先進理工系科学研究科設立準備室（先端物質科学研究科支援室（学生

支援担当））へ請求してください。 

    (２) 願書送付の際は書留郵便とし，封筒表面に「先進理工系科学研究科博士課程前期量子物

質科学プログラムフェニックス入学制度による社会人特別選抜願書在中」と朱書してくだ

さい。 

    (３) 願書受理後は，提出書類は返却しません。 

(４)  出願書類等に記載された個人情報（氏名，生年月日，性別，その他の個人情報等）は，

入学者選抜及び合格通知並びに入学手続を行うために利用します。合格者の入学後は， 

学生支援関係（奨学金申請，授業料免除申請等）業務を行う目的をもって本学が管理し 

ます。他の目的での利用及び本学の関係教職員以外への提供は行いません。 

(５) 気象状況の悪化，流行性の伝染病等により入学試験実施が危ぶまれる場合は，広島大学 

先進理工系科学研究科ウェブサイト（https://www.hiroshima-u.ac.jp/adse）にて延期 

及び開始時間繰り下げ等の対応をお知らせしますので必ずご覧ください。 

 

(６) 応募に際して不明な点があれば，下記へお問い合わせください。 

 

広島大学先進理工系科学研究科設立準備室 

（広島大学先端物質科学研究科支援室（学生支援担当）） 

 

所在地 〒739-8530 東広島市鏡山一丁目 3 番 1 号 

ＴＥＬ （ 082） 424-7008， 7009（ダイヤルイン） 

E-mail sentan-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp 

ＵＲＬ  https://www.hiroshima-u.ac.jp/adsm/ 

※ 電話番号については，市外局番が同じ地域がありますが，以下の地域について

は，市外局番からダイヤルしていただく必要がありますのでご注意ください。  

（広島市，安芸郡府中町，海田町，熊野町及び坂町の各地域） 

 

 

 

 

 
（キャンパス内全面禁煙） 

広島大学は，2020 年 1 月からキャンパス内全面禁煙になります。 

※霞キャンパスでは，2018 年 4 月から全面禁煙となっています。 
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教 員 の 研 究 内 容 

量子物質科学プログラム 

 
※より詳しい研究内容については，先端物質科学研究科 HP（https://www.hiroshima-u.ac.jp/adsm/）をご覧ください。 

職 名 氏  名 研   究   内   容 

学部 3 年次

特別選抜 

試験問題 

教 授 岡 本 宏 己 荷電粒子ビームおよび非中性プラズマの基礎物性研究。とくに，荷電粒子

多体系における集団現象，加速器，ビーム冷却，クーロン結晶，プラズマ

トラップなどに関する理論的・実験的研究を行っている。 

① 

鬼 丸 孝 博 希土類化合物の磁気的性質やカゴ状構造をもつ化合物の熱電物性について

実験的研究を行っている。主に，極低温物性測定や中性子散乱といった手

法を用いて，新規現象の発現機構の解明を進めている。 

① 

角 屋  豊 超短パルスレーザーを用いたテラヘルツ電磁波の発生・検出デバイスの開

発，および人工構造材料（メタマテリアル）による光波制御デバイスの開

発。 

① 

栗 木 雅 夫 ビーム力学の理論的および実験的研究。高エネルギー加速器，放射光源お

よび X 線源用加速器の開発研究。高輝度(偏極)電子発生および（偏極）陽

電子発生の研究，また中核技術としての光電陰極およびレーザーの理論的

および実験的研究。 

① 

嶋 原  浩 強相関電子系・準低次元系における，異方的超伝導の発現機構と，磁性と

超伝導の共存や競合関係の理論的研究。FFLO 状態など強磁場中の超伝導状

態や上部臨界磁場の理論的研究。低次元系ならびに準低次元系における磁

性の研究。 

① 

鈴 木 孝 至 局在電子系と遍歴電子系の狭間にあって強い電子相関のため高温超伝導，

重い電子状態や多極子秩序等を示す興味ある凝縮系および新規マルチフェ

ロイックス系を，超低温・強磁場・超高圧などで制御して，その本質を解

明するとともに新物理を探索している。 

① 

高 根 美 武 メゾスコピック系および低次元電子系における量子輸送現象の理論的研

究。 
① 

准教授 鈴 木  仁 有機分子や生体分子が互いの相互作用によって協同的・自発的に生成する

秩序構造（自己組織化構造）の形成メカニズムの解明とその応用について

の研究，走査型プローブ顕微鏡やナノ構造体などを用いた分子の新しい計

測・操作技術や生体分子の応用技術の研究。 

① 

高 橋  徹 高エネルギー物理学とその応用，特に以下の教育研究を中心とする。 

高エネルギー電子陽電子衝突によるテラスケールの物理 

レーザー・コンプトン散乱による高輝度光子生成 

高強度場における電磁相互作用 

① 

田 中  新 遷移金属および希土類化合物における 3d，4f 電子状態と高エネルギー分
光の理論的研究。 ① 

西 田 宗 弘 金属ナノ構造中の表面プラズモンが生み出す共鳴的な光学応答に関する理

論的研究，及び，高速電磁界シミュレータの開発。 
① 

檜 垣 浩 之 電場や磁場を用いた荷電粒子閉じ込めに関連する物理の実験研究。低エネ

ルギー粒子ビーム系の生成とそれらを用いた原子物理，プラズマ物理，お

よびビーム物理の研究。 

① 

 樋 口 克 彦 局所密度近似を超えた新しいエネルギーバンド理論の開発，および固体へ

の応用。 
① 

 ホフマン ホルガ 量子光学と量子情報; 高度に非古典的な状態を用いた量子計算と量子情報

の理論的な研究。 
① 

 松 村  武 強相関電子系における電子の電荷，スピン，軌道，さらに高次の多極子が

創り出す秩序構造とそのゆらぎを，中性子散乱や共鳴 X 線散乱を駆使して

観測する。同時に，熱・輸送特性の測定も行い，ミクロからマクロスケー

ルでの物性理解を目指す。 

① 
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量子物質科学プログラム 

 
※より詳しい研究内容については，先端物質科学研究科 HP（https://www.hiroshima-u.ac.jp/adsm/）をご覧ください。 

職 名 氏  名 研   究   内   容 

学部 3 年次

特別選抜 

試験問題 

准教授 八 木 隆 多 物質をナノメータからサブミクロン程度の大きさにすると，量子コヒーレ

ンス，単一電子トンネル効果，非平衡伝導などの様々な現象が現れるよう

になる。このようなナノスケールの人工構造の作成と，そこに発現する量

子伝導に関する実験研究および教育を行っている。 

① 

梅 尾 和 則 高圧力下の熱・輸送・磁気測定による希土類元素やカゴ状構造を含む多元

化合物の実験的研究。主な研究テーマは重い電子系の圧力誘起量子臨界現

象，加圧による幾何学的フラストレーション緩和に伴う異常磁性，カゴ状

物質の孤立振動モードの圧力効果，超高圧下における物性測定法の開発。 

① 

宮 岡 裕 樹 軽元素で構成される物質の基礎物性及び反応特性に関する実験的研究。主

たる研究テーマは，水素製造，水素貯蔵，物質変換技術の開発と制御。厳

密に管理された特殊環境下における試料合成，種々の熱分析，構造評価，

分光分析を用いた多角的な物性評価と反応メカニズムの調査をとおして，

機能物質の創製や新機能の開拓を行う。 

① 

講 師 富 永 依 里 子 半導体薄膜および半導体量子構造の結晶成長と光物性の解明，それらを基

にした新規光学デバイスの実現とその応用。 
① 

助 教 飯 沼 昌 隆 量子光学の実験的研究とその応用;量子光学的手法や技術を生かした量子情

報科学，基礎物理学，バイオ技術への応用。 
① 

石 井  勲 超音波分光法を用いた強相関電子系の実験的研究。多重極限下での磁性，

多極子，巨大振幅原子振動などが絡み合った新奇物理現象の探索，及びそ

の起源解明を目指す。 

① 

伊 藤 清 一 荷電粒子系における集団運動の実験的研究。非中性プラズマのビーム物理

研究への応用。ナノ・イオンビームの生成。 
① 

坂 上 弘 之 自己組織的な機構を利用して分子やナノ粒子を二次元・三次元集積するこ

とで，新たな機能を持った表面および薄膜を形成する実験研究を行ってい

る。 

① 

志 村 恭 通 極低温や磁場中で現れる新しい相転移や異常金属状態の探索。そのために

希土類化合物の単結晶育成および，主に 1 K 以下での磁気・熱測定を行っ

ている。 

① 

比嘉  野乃花 多重極限下における強相関電子系に対して中性子散乱や共鳴 X 線散乱，核

磁気共鳴法を用いた研究を行う。ミクロなスケールでの電子物性を明らか

にする。 

① 

 

 

 

 

以下の教員は，本プログラムを含め複数のプログラムを担当しています。 

教員氏名 他の担当プログラム 

教授 浴野 稔一 理工学融合プログラム 

教授 荻田 典男 理工学融合プログラム 

教授 東谷 誠二 理工学融合プログラム 

助教 杉本 暁 理工学融合プログラム 

助教 長登 康 理工学融合プログラム 

助教 長谷川 巧 理工学融合プログラム 
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量子物質科学プログラム 

 
※より詳しい研究内容については，先端物質科学研究科 HP（https://www.hiroshima-u.ac.jp/adsm/）をご覧ください。 

職 名 氏  名 研   究   内   容 研究分野 

学部 3 年次

特別選抜 

試験問題 

教 授 東  清 一 郎 太陽電池やディスプレイに代表される大面積薄膜半導体

デバイスおよび ULSI の高性能化を目指した，薄膜結晶成

長技術，絶縁膜低温形成技術，接合形成技術，等の新規

プロセス技術とそのデバイス応用に関する研究。 

量子半導体工学 

② 

藤 島  実 100GHz を超えるミリ波帯からテラヘルツ帯を用いた超高

速無線通信や新しいセンサを実現するための，先端 CMOS

集積回路を用いたシステムアーキテクチャ，回路設計，

レイアウト最適化，能動/受動デバイスモデリングと測定

法に関する研究。 

先端集積回路工学 

② 

岩 坂 正 和 生体由来結晶や生体分子の光・磁気・電気的特性の解明

を基礎とし，細胞レベルでの電磁マニピュレーションと

半導体集積技術との融合による，メディカル・バイオテ

クノロジーへの応用を目指した研究。 

ナノバイオ電磁工学 

② 

黒 木 伸一郎 極限環境（宇宙探査・原子炉廃炉・医療）応用のための

シリコンカーバイド（SiC）エレクトロニクス，パワー半

導体デバイス，薄膜半導体デバイスの研究。 

ナノデバイス工学 

② 

寺 本 章 伸 LSI の高性能化のための新しいデバイス構造・製造プロ

セス・評価技術に関する研究とパワーデバイスと高速通

信応用のワイドバンドギャップ半導体(GaN)の新しいデバ

イス構造と製造プロセスに関する研究。 

ナノプロセス工学 

② 

准教授 

 

天 川 修 平 高周波集積回路設計，回路理論，高周波計測技術，電子

デバイス，受動素子，配線の評価とモデリング。 

電子デバイス工学 
② 

佐 々 木  守 ＣＭＯＳ技術によるＲＦ回路およびアーキテクチャの解

析・構成・設計無線および有線によるＬＳＩチップ間通

信向け高速送受信回路通信方式，実装技術，回路技術を

融合した設計法の開発 。 

機能集積システム

工学 
② 

吉 田  毅 アナデジ混載システムＬＳＩの低電力・低雑音回路設計

技術および神経信号などを検出するバイオセンサ LSI の

アーキテクチャとそれを実現する集積回路技術の研究。 

先端集積回路工学 

② 

小 出 哲 士 リアルタイム画像認識 LSI アーキテクチャ，再構成可能

な論理機能を搭載したアーキテクチャに基づく柔軟な知

能情報処理システム開発，及びこれを実現するための集

積回路技術と医療・農業応用の研究。 

知能集積回路工学 

② 

中 島 安 理 ＬＳＩの超高集積化・超高速化のための極微細・新機能

デバイス（量子デバイスや単一電子メモリ等）の研究，

このために必要な原子・ナノスケール加工技術，集積化

技術の開発。 

ナノプロセス工学 

② 

三 宅 正 尭 ユニポーラー及びバイポーラーデバイスの回路設計用モ

デルの開発，及びその次世代半導体材料パワーデバイス

への展開。 

回路設計用半導体      

デバイスモデル ② 

助 教 花 房 宏 明 新・薄膜構造形成技術の創生とその制御に関する研究，

および量子効果デバイスへの応用。 

量子半導体工学 
② 

 

張 釗 RF およびミリ波トランシーバ用低ジッタ/低消費電力 

PLL/周波数シンセサイザ，および有線通信トランシーバ

のクロックおよび日付リカバリ回路に関する研究。 

先端集積回路工学 

② 

 


